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※概要（Summary ）： 

半導体、ソーラー用新デバイス開発のため Si ウェ

ハー、無アルカリガラスに、SiN、SIO2 で（２００

Å~１００００Å）±１０％の膜厚を付着させる。 

材料のサイズは２″~８″ 

 

 

※実験（Experimental）： 

・Ｐ－ＣＶＤ装置 

・各種材料に指示された膜厚を生成させるため、ダミ

ーSiウェハーにて印加秒数を測定する。多数枚試作す

るため、数枚毎にダミーSiウェハーにて膜厚を測定し、

膜厚が変化していれば最適の印加秒数に設定変更す

る。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

多数枚試作のため枚数毎に膜厚が変化するが、印加

秒数を変化させることにより、指定膜厚±１０％に 

収めることができた。 

経験値に基づいた印加秒数を設定することにより、

精度の高い膜厚生成が出来るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

装置内に製品を挿入、挿出することが手動なので、 

製品にキズが入りやすいため、製品のサイズに合った 

特殊な治具を製作する必要がある。 
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